
図２ C60MC12プッシュコート膜の光学顕微鏡写真 

(a)溶媒：クロロベンゼン,0.05wt%,室温  

(b)溶媒：o -ジクロロベンゼン,0.25wt%,50℃ 
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有機薄膜トランジスタ（TFT）の高性能化において、半導体薄膜の結晶性の制御は重要で

ある。我々は、ポリジメチルシロキサン(PDMS)版にスピンコート法で半導体層を成膜後、

基板に転写する手法(スタンプ法)にて有機 TFTの作製を行ってきた[1]。しかし、スピンコ

ートによる成膜は溶液の乾燥時間が短いため、高結晶性の薄膜作製は困難である。一方、

プッシュコート法は、極微量な溶液を PDMSと基板で圧着することで溶液層を形成させる

手法である。PDMSが溶媒を吸収して溶液層の乾燥が徐々に進行するため、ゆっくりと結

晶成長し、結晶性に優れた薄膜の作製が期待できる。また、スピンコート法とは異なり、

様々な条件下・基板上に成膜でき、パターニングも可能である。これまで我々のグループ

では p型ポリマー半導体薄膜をプッシュコート法で成膜し、高結晶・高移動度な TFTを報

告した[2]。本研究では、n型低分子有機半導体にプッシュコート法を適用し、溶媒や温度

等の成膜条件の検討を行ったので報告する。SAM処理などを施したSiO2 (300 nm)/n-doped 

Si基板上に PDMS 版でｎ型有機半導体 C60MC12（図１）をプッシュコートで成膜した。

図２(a)は溶媒にクロロベンゼンを用い、濃度 0.05wt％、室温で成膜した際の膜表面の写真

である。本条件においては連続膜が形成できなかった。一方、図２(b)は o -ジクロロベンゼ

ンを用い、濃度 0.25wt％、50℃で成膜したものである。溶液の濃度と成膜温度を上げたこ

とで、連続膜の形成が可能となり、TFT特性も観測された。当日は、薄膜の結晶性および

TFT特性についても詳しく報告する。 
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